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Résultats préliminaires avec HSQ en poudre et préparation en boîte à gants. Cohérent avec les résultats obtenus à l’IEMN.3

Tests en cours sur 3 différentes machines de lithographie électronique pour comparaison. 

Vieillissement en 4 semaines si stockage au Frigo 4°C : Etude en cours avec stockage en boîte à gants 

Perspectives : Etudes complémentaires et Synthèse chimique totale 4  
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Objectifs: - Test d’utilisation de la HSQ en poudre 
- Etude du vieillissement en solution 

Achat commun LAAS / CEMES de HSQ en poudre à EM Resist

Conclusion / Perspectives 

Introduction Approche

Résultats 

✓ Résolution sub-20 nm atteinte 

• Stabilité ? : Etude de vieillissement en cours
Après 2 semaines de stockage à 4°C à l’air en solution  : Pas d’évolution  
Après 4 semaines de stockage à 4°C à l’air : Sensibilité de la résine augmentée (dose diminuée de 4200 à 3000 µC.cm-2 et motifs <100nm non observés

Protocole de préparation de la solution en boîte à gants

• Em Resist HSQ en poudre 3% Préparation dans MIBK (<0.050% H2O) 
• Quantité : 10 mg HSQ - 323mg MIBK
• Verrerie en flacons HDPE 
• Solution stockée à 4°C
• Utilisation de micropipette avec embout jetable dédié pour le dépôt
• Spin coat 60 secondes (Accel 4000 Vitesse 4000 rpm)
• Baking 80°C - 60s

• Résine négative pour lithographie électronique 
pour de la résolution avancée. 1,2

• Problème approvisionnement : Arrêt de la vente
• Résine à durée de conservation courte

4, Baney, R. H., Itoh, M., Sakakibara, A., & Suzuki1, T. Silsesquioxanes. Chem. Rev,

(1995), Vol. 95

CEMES : MEB ZEISS 1450XBGEMINI avec module RAITH
AIME : JEOL MEB-FEG JSM-7800F avec module RAITH 
LAAS : RAITH150 

AFM Mesures préliminaires : 
Epaisseur résine 45 nm

3. Tests sur la HSQ en poudre de EMResist, (2023) Deblock, Yves et al.,

Rencontres 2023 Renatech Litho. Gravure

• Réseaux de plots 

• Réseaux de lignes

✓ Lignes de 30 nm

Dose : 2800 µC.cm-2

Dose : 4200 µC.cm-2

Etude en lithographie électronique
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